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[57]申請專利範圍
1.　一種具有多指(multi-finger)矽控整流器(Silicon-Controlled Rectifier,SCR)之靜電保護

(Electrostatic Discharge,ESD)電路，包含：一第一電源；一第二電源；N個矽控整流器單
元，每個矽控整流器單元包含：一第一端點，耦接於該第一電源；一第二端點；以及一

觸發端點；(N-1)個二極體，其中一第 n個二極體係耦接於一第 n個矽控整流器單元之第
二端點以及一第(n+1)個矽控整流器單元之觸發端點之間，且該(N-1)個二極體互相沒有直
接耦接；以及 N個電阻，其中一第 n個電阻係耦接於該第 n個矽控整流器單元之第二端
點以及該第二電源之間；其中 n和 N都是整數。

2.　如請求項 1所述之靜電保護電路，其中：該第一電源係為一輸入輸出接點；該第二電源
係為一接地端；該(N-1)個二極體中之該第 n個二極體包含一正端點，耦接於該第 n個矽
控整流器單元之第二端點，以及一負端點，耦 接於該第(n+1)個矽控整流器單元之觸發端
點；以及每個矽控整流器單元包含；一 PNP雙極性接面電晶體(Bipolar Junction
Transistor,BJT)，該 PNP雙極性接面電晶體包含一射極，一集極，以及一基極，該矽控
整流器單元之第一端點係為該 PNP雙極性接面電晶體的射極；一 NPN雙極性接面電晶
體，該 NPN雙極性接面電晶體包含一射極，一集極，耦接於該 PNP雙極性接面電晶體
的基極，以及一基極，耦接於該 PNP雙極性接面電晶體的集極，以及該矽控整流器單元
之第二端點係為該 NPN雙極性接面電晶體的射極，該矽控整流器單元之觸發端點係為該
NPN雙極性接面電晶體的基極；一第一電阻，耦接於該 PNP雙極性接面電晶體的射極
和基極之間；以及一第二電阻，耦接於該 NPN雙極性接面電晶體的射極和基極之間。

3.　如請求項 2所述之靜電保護電路，另包含一觸發脈衝輸入端，耦接於每個 PNP雙極性接
面電晶體的基極。
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4.　如請求項 3所述之靜電保護電路，另包含一第一觸發脈衝輸入端，耦接於每個 NPN雙
極性接面電晶體的基極。

5.　如請求項 2所述之靜電保護電路，另包含一第二觸發脈衝輸入端，耦接於每個 NPN雙
極性接面電晶體的基極。

6.　如請求項 2所述之靜電保護電路，另包含一觸發脈衝輸入端，耦接於一第一個矽控整流
器單元之 PNP雙極性接面電晶體的基極。

7.　如請求項 6所述之靜電保護電路，另包含一第一觸發脈衝輸入端，耦接於該第一個矽控
整流器單元之 NPN雙極性接面電晶體的基極。

8.　如請求項 2所述之靜電保護電路，另包含一第二觸發脈衝輸入端，耦接於一第一個矽控
整流器單元之 NPN雙極性接面電晶體的基極。

9.　如請求項 2所述之靜電保護電路，另包含一第 N個二極體，該第 N個二極體包含一正端
點，耦接於一第 N個矽控整流器單元之第二端點，以及一負端點，耦接於一第一個矽控
整流器單元之觸發端點。

10.   一種具有多指矽控整流器之靜電保護電路，包含：一第一電源；一第二電源； N個矽控
整流器單元，每個矽控整流器單元包含：一第一端點，耦接於該第一電源；一第二端

點；以及一觸發端點，其中該 N個矽控整流器單元中之一第 n個矽控整流器單元的第二
端點係耦接於一第(n+1)個矽控整流器單元之觸發端點；(N-1)個二極體，其中一第 n個二
極體係耦接於一第 n個矽控整流器單元之第二端點以及一第(n+1)個矽控整流器單元之觸
發端點之間，且該(N-1)個二極體互相沒有直接耦接；一觸發脈衝輸入端，耦接於該 N個
矽控整流器單元中之一第一個矽控整流器單元的觸發端點；以及 N個電阻，其中一第 n
個電阻係耦接於該第 n個矽控整流器單元之第二端點以及該第二電源之間；其中 n和 N
都是整數。

11.   如請求項 10所述之靜電保護電路，其中：該第一電源係為一輸入輸出接點；該第二電源
係為一接地端；以及每個矽控整流器單元包含；一 PNP雙極性接面電晶體，該 PNP雙
極性接面電晶體包含一射極，一集極，以及一基極，該矽控整流器單元之第一端點係為

該 PNP雙極性接面電晶體的射極； 一 NPN雙極性接面電晶體，該 NPN雙極性接面電
晶體包含一射極，一集極，耦接於該 PNP雙極性接面電晶體的基極，以及一基極，耦接
於該 PNP雙極性接面電晶體的集極，以及該矽控整流器單元之第二端點係為該 NPN雙
極性接面電晶體的射極，該矽控整流器單元之觸發端點係為該 NPN雙極性接面電晶體的
基極；一第一電阻，耦接於該 PNP雙極性接面電晶體的射極和基極之間；以及一第二電
阻，耦接於該 NPN雙極性接面電晶體的射極和基極之間。

12.   如請求項 11所述之靜電保護電路，另包含一第一觸發脈衝輸入端，耦接於該第一個矽控
整流器單元之 PNP雙極性接面電晶體的基極。

13.   如請求項 11所述之靜電保護電路，另包含一第一觸發脈衝輸入端，耦接於每個 PNP雙
極性接面電晶體的基極。

圖式簡單說明

第 1圖係為本發明之第一實施例的多指矽控整流器的結構圖。
第 2圖係為根據本發明之第二實施例，將第 1圖中之多指矽控整流器之靜電防護電路，

外加一第二觸發脈衝於每個 NPN BJT的基極之多指矽控整流器的結構圖。
第 3圖係為根據本發明之第三實施例，將第 1圖中之多指矽控整流器之靜電防護電路，

外加一第一觸發脈衝於每個 PNP BJT的基極之多指矽控整流器的結構圖。

(2)
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第 4圖係為根據本發明之第四實施例，將第 1圖中之多指矽控整流器之靜電防護電路，
分別外加一第一觸發脈衝，以及一第二觸發脈衝於每個 NPN BJT以及每個 PNP BJT的基極
之多指矽控整流器的結構圖。

第 5圖係為根據本發明之第五實施例，將第 1圖中之多指矽控整流器之靜電防護電路，
外加一觸發脈衝於矽控整流器指 SCR1之 NPN BJT的基極之多指矽控整流器的結構圖。
第 6圖係為根據本發明之第六實施例，將第 1圖中之多指矽控整流器之靜電防護電路，

外加一第一觸發脈衝於矽控整流器指 SCR1之 PNP BJT的基極之多指矽控整流器的結構圖。
第 7圖係為根據本發明之第七實施例，將第 1圖中之多指矽控整流器之靜電防護電路，

分別外加一第二觸發脈衝，以及一第一觸發脈衝於矽控整流器指 SCR1之 NPN BJT以及 PNP
BJT的基極之多指矽控整流器的結構圖。
第 8圖係為本發明之第八實施例的多指矽控整流器的結構圖。
第 9圖係為根據本發明之第九實施例，將第 8圖中之多指矽控整流器之靜電防護電路，

外加一第二觸發脈衝於每個 NPN BJT的基極之多指矽控整流器的結構圖。
第 10圖係為根據本發明之第十實施例，將第 8圖中之多指矽控整流器之靜電防護電路，

外加一第一觸發脈衝於每個 PNP BJT的基極之多指矽控整流器的結構圖。
第 11圖係為根據本發明之第十一實施例，將第 8圖中之多指矽控整流器之靜電防護電

路，分別外加一第二觸發脈衝，以及一第一觸發脈衝於每個 NPN BJT以及每個 PNP BJT的
基極之多指矽控整流器的結構圖。

第 12圖係為根據本發明之第十二實施例，將第 8圖中之多指矽控整流器之靜電防護電
路，外加一第二觸發脈衝於矽控整流 器指 SCR1之 NPN BJT的基極之多指矽控整流器的結構
圖。

第 13圖係為根據本發明之第十三實施例，將第 8圖中之多指矽控整流器之靜電防護電
路，分別外加一第二觸發脈衝，以及一第一觸發脈衝於矽控整流器指 SCR1之 NPN BJT以及
PNP BJT的基極之多指矽控整流器的結構圖。
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